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II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: 91Нові фізичні принципи дифрактотопографії дефектів кристалів
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університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 52-61-42

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
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Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Нові фізичні принципи дифрактотопографії дефектів кристалів

Назва роботи англійською:
New physical principles of diffraction topography of crystal defects

Реферат українською:
Розроблено і апробовано оригінальні пристрої до стандартних Х-променевих установок та методики
проведення Х-топографічних досліджень в симетрич-ній та косонесиметричній геометрії дифракції в
області кутів повного зовні-шнього відбивання та реалізації методу двокристального спектрометру. До-
сліджено механізми та закономірності формування розподілів інтенсивності Х-променів у кристалах з
деформованими приповерхневими шарами.

Реферат англійською:
The new original devices for standard X-ray facilities as well as techniques are de-veloped for carrying out of X-ray
topographical investigations with symmetric and skew asymmetric arrangement of X-ray diffraction in the range
of total external re-flection angels and realization of two-crystal spectrometer method. The mecha-nisms and
regularities of X-ray intensity distribution forming in crystals with strained subsurface layers.
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